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(54) Title: PHOTODETECTOR COMPRISING A MONOLITHICALLY INTEGRATED TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER 
AND EVALUATION ELECTRONICS, AND PRODUCTION METHOD 
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(57) Abstract: The aim of the invention is to configure a photodetector (10) such that no disadvantages are created for processing 
low luminous intensities in detectors known in prior art, especially when monolithically integrating the evaluation electronics. Said 
aim is achieved by a photodetector for processing low luminous intensities, comprising a monolithically integrated transimpedance 
amplifier and monolithically integrated evaluation electronics. An actual photocell component (20) is assigned to the chip face onto 

f^j which the light preferably falls. Electronic circuit components (30) are arranged on the opposite chip face. Electrical connections 
(40) between the photocell and the electronic circuit are provided with an extension in the direction running perpendicular to the 

^2 chip normal. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung soil einen Fotodetektor (10) so gestalten, dass sich bei Detektoren fiir niedrige zu verarbei- 
tende Lichtleistungen beim Stand derTechnik keine Nachteile ergeben, insbesondere wenn es urn eine monolithische Integration mit 
der Auswerteelektronik gehL Vorgeschlagen wird dazu ein Fotodetektor fiir geringe zu verarbeitende Lichtleistungen mit Transim- 
pedanz-Verstarker und Auswerteelektronik in monolithischer Integration. Ein eigentlicher Fotozellenteil (20) ist der einen Chipseite 
zugeordnet, auf der vorzugsweise das Licht einfallt. Elektronische Schaltungsteile (30) sind auf der entgegengesetzten Chipseite 
angeordnet. Elektrische Verbindungen (40) zwischen der Fotozelle und der elektronischen Schaltung sind mit einer Ausdehnung in 
Richtung zu einer Senkrechten zur Chipnormalen vorhanden. 


